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現在の高度情報化社会を担う半導体技術は、現在の電子回路による集積化や高速化が限界を迎

えつつある状況であるが、更なる性能向上を実現する新たな技術として、電気配線の一部を光に

置き換える光インターコネクトや、シリコン上の電子集積回路の一部を光デバイス化するシリコ

ンフォトニクスといった、シリコンチップ上での新たな集積光技術が注目されている。しかし、

現在の光デバイスの中心となっている化合物は導体は、シリコン基板上にダイレクトに成長でき

ないことや作製プロセスが複雑といった問題があり、シリコンチップ上での光デバイスの高集積

化と実用化の妨げとなっていることから、新たな材料系での光デバイス開発が望まれる。そのよ

うな新たな材料系の一つとして、近年、、カーボンナノチューブやグラフェンといったナノカーボ

ン材料が注目されている。本講演では、ナノカーボン材料を用いたシリコンチップ上での光デバ

イス開発について、我々のグループで取り組んでいる高集積・超高速・通信波長帯の発光素子や

受光素子、室温・通信波長帯での単一光子源などの光・電子デバイスを中心に紹介する。 
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図 1 ナノカーボン光・電子デバイスの例（単一光子源、グラフェン発光素子） 
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